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ナノワイヤ水素ガスセンサ
～金属と酸化物半導体の２種類のナノワイヤ～
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発明のポイント

発明の概要

従来技術との比較・優位性

測定結果

Pdナノワイヤ ・従来の水素ガスセンサのようなセンサ素子部分の加熱は不要
・ベースラインシフトの無い回復特性、超低消費電力 10-6W （従来比1000分の1）

酸化銅ナノワイヤ ・超高感度（5 ppb）

ナノ領域では下記のようにナノワイヤの曲率半径が10-8ｍ
オーダーなので内部応力は100 MPaオーダーに達する。

Pdナノワイヤガスセンサ
・Pdナノワイヤに電位をかけると水素吸蔵量に依存
した電流が流れる（抵抗値が変化）。

・Pdは水素吸蔵金属ではあるがナノワイヤに発生する
超高圧の内部応力のため水素原子がワイヤ内部に
入り込めずワイヤ表面でのみ吸収、放出が行われる。
⇒室温で動作する高速応答、高速回復が可能で、

ベースラインシフトの無い水素ガスセンサが実現。
空隙を含む酸化銅ナノワイヤナノギャップガスセンサ
・ナノギャップ間に銅ナノワイヤを作製。
・アニール酸化により空隙を含む酸化銅ナノワイヤに。
・大きな比表面積により5ppbの水素を検出。

消費電流
動作温度

応答時間
/回復時間原 理方式

・108 mA@2 V
・480℃20秒/不明

金属酸化物半導体表面上での水素の酸化反応による伝導電子の増加
を検出熱線型半導体式

・98 mA@2 V
・400℃10秒/不明

水素の触媒（Pd,Pt/Al2O3）燃焼による素子温度上昇
接触燃焼式

・65 mA@2 V
・185℃10秒/不明

水素混合に伴う気体熱伝導率の変化を加熱された素子の放熱量(温
度)変化としてみる気体熱伝導式

・120 μA@0.1 V
・室温100秒/100秒Pd合金ナノ結晶の格子が水素吸蔵によって

膨張して互いに接触し、短絡状態になるときの電流を検出特表2006-625155

・0.6 μA＠50 ｍV
・室温24秒/30秒

Pdナノワイヤに自然に発生する100MPaオーダーの内部応力により水
素吸蔵・放出がワイヤ表面に限られるため、ワイヤ抵抗が高速に変化本発明

Pdナノワイヤ

・400 µA @ 4 V
・300℃5秒/10秒

CuOからなる結晶粒が集合した多結晶で、内部に空隙を保持する酸化
銅ナノワイヤ構造により、感度が高く(5 ppb)、応答・回復特性に優れ、
ベースラインシフトが少ない

本発明
酸化銅ナノワイヤ

Au微量添加Pd NW、Pd NW水素ガスセンサーの
応答回復特性の水素濃度依存性

空隙を含むCuOナノワイヤナノギャップガスセンサーの
応答回復特性の水素濃度依存性
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